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【はじめに】5つの結晶多形を持つ Ga2O3は，その大きなバンドギャップ（Eg）を反映して，次世

代パワーエレクトニクスへの応用が期待されている．すでにコランダム型の α相や βガリア型

の β相では，パワーデバイス動作も報告されている．一方で，γ相については，MgAl2O4基板

上に γ-Ga2O3のエピタキシャル安定化，不純物ドーピングの有効性が報告されており[J. Cryst. 

Growth 359, 60 (2012), 421, 23 (2015).]，基礎研究の段階にある．本報告では，さらに γ-Al2O3と

の混晶化によりバンドギャップ制御を試みたので報告する． 

【実験】分子線エピタキシーを用いて Al組成（x）が異なる複数の γ-(AlxGa1-x)2O3薄膜（膜厚 80–92 

nm）をMgAl2O4(001)基板上に作製した．それらの薄膜の結晶構造を X 線回折（XRD），xをエ

ネルギー分散型 X 線分光，吸収スペクトルを紫外分光測定により求めた． 

【結果・考察】Fig. 1は γ-(AlxGa1-x)2O3混晶薄膜の XRD パターンである．x = 0では回折ピークが

ブロードであり低結晶性であるが，混晶化によりラウエ振動が観察され結晶性の著しい向上が

みられる．また，x = 0.47のときに基板と膜のピーク角度が近接しほぼ格子整合した．Fig. 2は

吸収スペクトルより求めた Egの x依存性を示す．xに対して，Egがほぼ線形に増加し，ボー

イングはほぼみられないことが分かる．これらの結果は，γ-(AlxGa1-x)2O3混晶エレクトロニクス

の可能性を示している． 
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Fig. 1.  XRD patterns of γ-(AlxGa1-x)2O3 epitaxial films 

grown on MgAl2O4 substrates.  

0.0 0.5 1.0

5

6

7

E
g

 (
e

V
)

x  

Fig. 2.  Eg of γ-(AlxGa1-x)2O3 

epitaxial films as a function of x.  
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